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_URZAD WEJSCIOWY 2 TRANSOPTOREM ODPORNY NA ZAKZOCENIA

Przedmiotem wynalazku jest ukXad wejéciowy z transoptorem, odporny na
zak*écenia, znajdujacy zastosowanie w urzadzeniach do nadzoru stanu obiektéw,przeznaczorny
szczegélnie do komputerowych systeméw sterowania stosowanych w automatyce przemystowej,
a takze jako odbiornik w urzadzeniach transmisji sygnardéw cyfrowych w warunkach duzego
poziomu zakXéced.

W znanych uktadach wejéciowych z transoptorami do ttumienia zakZdcen
natozonych na sygrax wejsciowy, zwanycn zak¥Sceniami szeregowyml, stosuje sig filtry
dolnoprzepustowe w obwodzie wejsScilowym transoptora i uk*ad formujgacy syznak wyjsciowsy
transoptora na sygnatr odpowiedni do wspéxpracy z dalszymi uk*adami., ¥ ta%ich uk*adach
wejsSclowych dopuszczalne sg niskie opornos$ci filtrdw, co prowadzi do zwigkszenia ’
wartoscl pojeuznosci filtréw, zwykle rezystancyjno-pojemnosciowych, Dla uzyskania
Jednakowych czaséw opbZnienia odpowiedzi zardéwno dla pojawienia sie i zaniku sygnatu
wejSciowego, przy nieliniowe] rezystanc]i wejsciowej transoptora, konieczne jest
stosowanie rozbudowanych filtréw. Ukxady formujace, ze wzglgdu na duze rozrzuty.
parametrdéw transoptoréw, gtéwnie wspéXczynnika transformacji, musza zawieraé elementy
umoZliﬁiance ustalenie okredlonej charakterystyki statycznej.

Ukzad wej$ciowy z transoptorem, odporny na zak*$cenia, wedXug wynalazku,

w ktérym transoptor skXada sig z diody luminescencyjnej i fototranzystora i ktéry ma
uk*ad formujgcy, charakteryzuje sig¢ tym, Ze w obwodzie kolektora fototranzystora

wigczony jJest rezystor, w obwodzie jego emitera wlaczone sa dwa rezystory oraz w obwodzie
Jego bazy wiaczone s3 rezystor i kondensator, przy czym za pomocg kondensatora

wtaczonego w obwéd bazy fototranzystora f rezystora wtgczonego w obwéd jego emitera
ksztaztuje sig¢ charakterystyks dynamiczng uk%adu, a za pomodq rezystora wkgczonego

w obwdéd bazy fototranzystora i rezystora wtaczonego w obwéd jego emitera ksztattuje sig
charakterystyk¢ statyczng ukZadu.
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Przedmiot wynalazku Jjest uwidoczniony w przyk*adzie wykonania na rysunku,ktdrx’
vrzedstawia schemat uk*adu wej$clowego z transoptorem. ‘

UkZad Qedkug wynalazku sk¥ada sig z diody luminescencyjnej 1 oraz
z fototranzystora 2, ktére stanowia elementy transoptora. Ponadto ukad ma uk%ad
formujacy 3, do ktérego doprowadzony jest sygnal wyjsSciowy S transoptora. W obwodzie
kolektora K fototranzystora 2 wkgczony Jest rezystor R,, w obwodzie emitera s
mtgczone s3 rezystory R3 i R4, a w obwodzie bazy B wtgczone s3g rezystor R1
i kondensator C. Caty uktad jest zasilany napieciem U,. Przez odpowiedni dobdr
wartodci rezystora R, w obwodzie emitera E i pojemnodci kondensatora C w obwodzie
bazy B mozna w szerokim zakresie ksztatrtowaé charakterystyke dynamiczng ukXadu.
Charakterystyka statyczna uk¥adu przy rozrzutach parametréw transoptoréw jest
ksztat*towana przez odpowiedni dobdér wartosci rezystoréw Rl w obwodzie bazy B 1 R3
w obwodzie emitera E.
Zaletg uk*adu wed*ug wynalazku jest to, ze stosuje sig kondensatory o matych
pojemnosciach i wtasciwosSci dynamiczne okredlone przykradowo czasem odpowiedzi ukZadu
dla obu kierunkéw sygnaXu wejSciowezo moga byé jednakowe. Ukad nie wnosi ograniczen
na rezystencje wejSciowg ukXadu formujacego 3. Zwickszenie odpornosci ukadu na
zak¥6cenia wspélne o charakterze impulsgwym uzyskuje sie dzigki kondensatorowl C
w obwodzie bazy B fototranzystora 2 oraz rezystorowi R2 w obwodzie kolektora K tegoz
fototranzystora.

Zastrzezenisg patentovwe

Uktad wejéciowy-z transoptorem, odporny na zak*écenia, majacy jako element
wejSciowy diodg luminescencyjna i jako element wyjdciowy fototranzystor oraz ukad
formujacy, znamienny tym 2ew cbwodzie kolektora /K/fototranzystora /2/
wtgczony jest rezystor /Rz/, a w obwodzle Jego emitera /Z/ wiaczone s3 dwa
rezystory / Ry 1 R, / oraz w obwodzie jego bazy /B/ wktaczone sa rezystor / Ry /

i kondensator /C/, vorzy czym za pomocy kondensatora /C/ wktaczonego w obwéd bazy /B/
fototranzystora /2/ i rezystora /R4/ wtgczonego w obwéd jezo emitera /Z/ ksztaXtuje
sig charakterystykg dynamiczng uk*adu, a za pomocg rezystora /Rl/ wtgczonego w obwdd
bazy /B/ foto*ranzystora /2/ i rezystora /33/ wtaczonezo w obwdd jezo emitera /E/
ksztaxtuje sig charakterystykg statyczng uk¥adu.
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